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В установке ГДЛ, являющейся осесимметричным пробкотроном, ионы делятся на две группы: первая это «мишенные» теплые ионы с максвелловским распределением, температурой до 200 эВ, и вторая это быстрые ионы со средней энергией около 10 кэВ, образующиеся при мощной атомарной инжекции. Быстрые ионы удерживаются в адиабатическом режиме и имеют существенно анизотропную функцию распределения, что приводит к формированию продольного профиля их плотности с максимумами вблизи точек остановки. В полученных в последнее время режимах с высоким энергосодержанием и высоким относительным давлением β ≈ 0.6 проведенные магнитные измерения указывают на появление существенных флуктуаций функции распределения быстрых ионов, природа которых пока остается неясной [1]. В этих условиях наблюдение за распределением вылетающих из плазмы потоков нейтральных частиц является актуальным.

Изготовлена и смонтирована на установке одномерная камера обскура. В качестве регистрирующего элемента использована линейка диодов, разработанная в Институте физики полупроводников (ИФП) СО РАН для регистрации потоков частиц малых энергий с дополнительным лавинным усилением [2]. Особенностью лавинных диодов является конструкция латерально уширенного охранного перехода, тонкий контактный (~ 80 нм) p+ слой и наличие широкой обедненной области > 40 мкм при подаче рабочих обратных напряжений. Размеры активной площадки отдельного лавинного диода составляют 1 × 10 мм2. На кристалле находится 9 диодов с промежутком 500 мкм. Коэффициент лавинного умножения отдельного диода по свету при обратном напряжении 550 В достигает 200. 

В докладе будут представлены данные по абсолютной чувствительности использованной линейки диодов к потокам протонов с энергией 2 - 18 кэВ, полученные на стенде сравнением с PIN диодами фирмы IRD [3] и результаты эксперимента.
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